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[はじめに] ポルフィリン単分子系の電子輸送特性では、その多くが、分子が電極と弱い物理吸着

状態にある 2 端子系での測定結果としてメモリ効果が報告されてきた[1]。それに対し我々は、金

電極と化学結合を形成し得る末端基を有するポルフィリン分子に対し、走査トンネル分光法 

(STS)による計測とともに、金ナノギャップ電極を用いた電気的測定を行い、室温動作する分子メ

モリを報告してきた[2] [3]。本報告では、金電極と化学結合を形成すると思われる環状のジスルフ

ィド基を持つポルフィリンをナノギャップ電極に挟んだ 2 端子接合系を作製し、その電子輸送特

性及びメモリ効果を観測したので報告する。 

[実験] EB リソグラフィーと自己触媒型無電解めっき法によって作製した金ナノギャップ電極[4]

に対し、Fig. 1 に示す構造をもつ亜鉛ポルフィリン誘導体を溶液浸漬によりナノギャップ電極間に

導入した。ジスルフィド基によって金表面に化学吸着をしていると考えられる。作製したデバイ

スにおいて両電極間の I-V 特性を真空下 9 K の条件で測定した。 

[結果及び考察] デバイスの電気的測定で得られた I-V 特性を Fig. 2 に示した。I-V 特性は非対称に

なっており、亜鉛ポルフィリン誘導体が一方の電極に吸着していることが想定される。コンダク

タンスの高い状態は 1.6 V 近傍で急峻に変化して低いコンダクタンス状態となり、-1.8 V 近傍で

コンダクタンスの高い状態に戻ることでメモリ効果が確認された。1.5 V における ON／OFF 比は

20 と予想外に高い値が得られた。詳細は当日発表する。 
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Fig. 1 Structure of Zn Porphyrin. Fig. 2 Current-Voltage characteristics 
of Zn Porphyrin 9 K. 
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